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치가 포함하는 하우징  - 상  하우징 는 내 에  공간  치 공간  공함 -  상  치 공간에

어도 가 치 는 미  동 치  칩에 어 , 상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상

체가 동 는 통   하는 본체 ; 상  본체 에 연결 , 상  체가  해 어 체가

생   도 , 상  체에  동시키는 도 ;  상  도  어도 가 상  체  

연 도  상  도  어도  커 하는 연 ;  포함할  다.
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청

청 항 1 

미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동 치가 포함하는 하우징  - 상  하우징 는 내

에  공간  치 공간  공함 -  상  치 공간에 어도 가 치 는 미  동 치  칩에

어 ,

상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상  체가 동 는 통   하는 본체 ;

상  본체 에 연결 , 상  체가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는

도 ; 

상  도  어도 가 상  체  연 도  상  도  어도  커 하는 연 ;  포

함하고,

상  도 는,

 공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체가  해 어 체

가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원  상  해 극

가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결  비하고,

상  연 는,

상  연결  어도 가 상  체  연 도  상  연결  어도  커 하는,

미  동 치  칩.

청 항 2 

삭

청 항 3 

1항에 어 ,

상  연 는,

상  연결  어도  커 하는 동시에 상  체가 상  해 극   하게 달

도 , 상  해 극  웃  상  체가   는 공간   공간  공하는,

미  동 치  칩.

청 항 4 

1항에 어 ,

상  연 는,

상  연결  어도  커 하는 동시에 상  원 가 상  가 에 연결  상태에  상  원

가 상  가  리 는 것  지하도 , 상  가  웃  상  원 가 안착   

는 공간  안착 공간  공하는,

미  동 치  칩.
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청 항 5 

1항에 어 ,

상  연 는,

상  본체   커 하는,

미  동 치  칩.

청 항 6 

미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동 치에 어 ,

내 에  공간  치 공간  공하는 하우징 ; 

상  치 공간에 어도 가 치 는 미  동 치  칩;  포함하고,

상  미  동 치  칩 ,

상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상  체가 동 는 통   하는 본체 , 상

본체 에 연결  상  체가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 도

  상  도  어도 가 상  체  연 도  상  도  어도  커 하는 연

 비하고,

상  도 는,

 공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체가  해 어 체

가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원  상  해 극

가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결  비하고,

상  연 는,

상  연결  어도 가 상  체  연 도  상  연결  어도  커 하는,

미  동 치.

청 항 7 

삭

청 항 8 

6항에 어 ,

상  미  동 치  칩 ,

상  원 가 상  가 에 하게 연결  하여 상  가 가 상  하우징  에 치

도 , 어도 는 상  치 공간에 치 고 나 지 는 상  하우징  에 치 는,

미  동 치.

청 항 9 

6항에 어 ,

상  미  동 치는,

 하는 ;   포함하고,
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상  도 는,

상    연결   는  극   비하고,

상  연결 는,

상  원  상   극 가  연결 도 , 상  원  상   극   연

결시키 ,

상  는,

1 치  경우, 상   극   연결 ,

2 치  경우, 상   극   리 는,

미  동 치.

청 항 10 

미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동 치가 포함하는 미  동 치  칩  하

한, 미  동 치  칩  에 어 ,

본체 가 공 는 본체  공 단계;

상  본체  상에 상  체가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 도

가 상  본체  상에 는 도   단계; 

상  도  어도 가 상  체  연  하여, 상  도  어도 가 연 에 해

커 도 , 상  연 가 는 연   단계;  포함하고,

상  도 는,

 공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체가  해 어 체

가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원  상  해 극

가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결  비하고,

상  연   단계는,

상  연결  어도 가 연 에 해 커 도 , 상  연 가 는 단계 ,

미  동 치  칩  .

청 항 11 

삭

청 항 12 

10항에 어 ,

상  연   단계는,

상  본체  상에  상  도 에 1 질  도포 는 1 질 도포 단계, 1 질  경 어 상

도  상에 비 연 가 는 비 연   단계, 상  비 연  어도 가 학  변

도 , 상  비 연  어도 가 빛에 는 비 연  사 단계  상  연결  어도 

만 상  연 에 해 커 도 , 상  비 연 가 상 어 상  연 가 는 단계  비 연  

상 단계  비하는,

미  동 치  칩  .
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청 항 13 

10항에 어 ,

상  연   단계는,

상  본체  상에  상  도 가 커 도  비 연 가 는 비 연   단계  상  

가   상  해 극   어도 하나가 상  비 연  커 지 않도 , 상  비 연 가

가공 어 연 가 는 비 연  가공 단계  비하는,

미  동 치  칩  .

청 항 14 

13항에 어 ,

상  비 연   단계는,

상  도 가 연결 는 상  본체    상  도 가 커 도  상  비 연 가 는,

미  동 치  칩  .

청 항 15 

미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동 치  하는, 미  동 치  에 어

,

내 에  공간  치 공간  공하는 하우징 가 공 는 하우징  공 단계; 

미  동 치  칩  공 는 미  동 치  칩 공 단계; 

상  미  동 치  칩  어도 가 상  치 공간에 치 는 미  동 치  칩 치 단계;  포함

하고,

상  미  동 치  칩 공 단계는,

상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상  체가 동 는 통   하는 본체 가 공

는 본체  공 단계, 상  체가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는

도 가 상  본체  상에 는 도   단계  상  도  어도 가 상  체  연

 하여, 상  도  어도 가 연 에 해 커 도 , 상  연 가 는 연   단

계;  비하고,

상  도 는,

 공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체가  해 어 체

가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원  상  해 극

가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결  비하고,

상  연   단계는,

상  연결  어도 가 연 에 해 커 도 , 상  연 가 는,

미  동 치  .

청 항 16 

15항에 어 ,

상  미  동 치  칩 치 단계는,
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상  미  동 치  칩  가 상  치 공간에 치 고 상  미  동 치  칩  나 지 가 상

 하우징  에 치 도  상  미  동 치  칩  치하는,

미  동 치  .

 

   야

본  미량  체  미리 해진 향  동시키  한 미  동 치, 상  미  동 치에 치[0001]

는 미  동 치  칩  상  미  동 치  상  미  동 치  칩   에 한 것 다.

 경  

근  마 크  체 시 에 한 심과 개  가 고 다. 러한, 마 크  체 시[0003]

상 진단, DNA나 타 드  같  생체 한 연 , 신약 개  한 학 , 크  쇄,  냉각 시

   연료 지 등  야에  하게 고 다. 여 , 미  동 치는 체   가능하

게 하  에, 마 크  체 시 에  가  한 에 해당 고 다. 

 미  동 치는 체  동 생  하여 공압 프  해 다. 다만, 공압 프는 피  [0004]

가 커  마 크  체 시 에 합하다는 가 생 었다.  해결하  해,  해 프가

개 었다.  해 프는  해  생   산  가  가압  체  동  생시 다. 

다만,   해 프는 해질에 한 산  해, 체   동시키는 극  산 었 ,[0005]

 해 사   짧   야 시 다.

 내

해결하 는 과

본   상   해결하  하여, 사   연 시킨 미  동 치  칩,  한[0007]

미  동 치  미  동 치  칩과  한 미  동 치    공하고  한다.

다만, 본  해결하고  하는 과 가 상 한 과  한 는 것  아니 , 언 지 아니한 과 들  본[0008]

  첨  도  본  하는 야에  통상  지식  가진 에게 하게 해  

 것 다.

과  해결 단

본   실시 에  미  동 치  칩  미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동[0010]

치가 포함하는 하우징  - 상  하우징 는 내 에  공간  치 공간  공함 -  상  치 공간에

어도 가 치 는 미  동 치  칩에 어 , 상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상

체가 동 는 통   하는 본체 ; 상  본체 에 연결 , 상  체가  해 어 체가

생   도 , 상  체에  동시키는 도 ;  상  도  어도 가 상  체

연 도  상  도  어도  커 하는 연 ;  포함할  다.

또한, 상  도 는,  공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체[0011]

가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원

상  해 극 가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결

 비하고, 상  연 는, 상  연결  어도 가 상  체  연 도  상  연결  어

도  커 할  다.

또한, 상  연 는, 상  연결  어도  커 하는 동시에 상  체가 상  해 극[0012]

 하게 달 도 , 상  해 극  웃  상  체가   는 공간   공간

 공할  다.

또한, 상  연 는, 상  연결  어도  커 하는 동시에 상  원 가 상  가 에 연결[0013]
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상태에  상  원 가 상  가  리 는 것  지하도 , 상  가  웃  상

원 가 안착   는 공간  안착 공간  공할  다.

또한, 상  연 는, 상  본체   커 할  다.[0014]

본   실시 에  미  동 치는 미량  체  미리 해진 향  동시키는 미  동 치[0015]

에 어 , 내 에  공간  치 공간  공하는 하우징 ;  상  치 공간에 어도 가 치

는 미  동 치  칩;  포함하고, 상  미  동 치  칩 , 상  치 공간에 치 어 상  하우징

 함께 상  체가 동 는 통   하는 본체 , 상  본체 에 연결  상  체가  해

어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 도   상  도  어도 가 상

체  연 도  상  도  어도  커 하는 연  비할  다.

또한, 상  도 는,  공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체[0016]

가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원

상  해 극 가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결

 비하고, 상  연 는, 상  연결  어도 가 상  체  연 도  상  연결  어

도  커 할  다.

또한, 상  미  동 치  칩 , 상  원 가 상  가 에 하게 연결  하여 상  가[0017]

가 상  하우징  에 치 도 , 어도 는 상  치 공간에 치 고 나 지 는 상  하우

징  에 치   다.

또한, 상  미  동 치는,  하는 ;   포함하고,상  도 는, 상  [0018]

 연결   는  극   비하고, 상  연결 는, 상  원  상   극

가  연결 도 , 상  원  상   극   연결시키 , 상  는, 1

치  경우, 상   극   연결 , 2 치  경우, 상   극  

 리   다.

본   실시 에  미  동 치  칩   미량  체  미리 해진 향  동시키는[0019]

미  동 치가 포함하는 미  동 치  칩  하  한, 미  동 치  칩  에 어 ,

본체 가 공 는 본체  공 단계; 상  본체  상에 상  체가  해 어 체가 생   도 ,

상  체에  동시키는 도 가 상  본체  상에 는 도   단계;  상  도  어

도 가 상  체  연  하여, 상  도  어도 가 연 에 해 커 도 , 상  

연 가 는 연   단계;  포함할  다.

또한, 상  도 는,  공 하는 원   연결 어  가 는 가 , 상  체[0020]

가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극   상  원

상  해 극 가  연결 도 , 상  원  상  해 극   연결시키는 연결

 비하고, 상  연   단계는, 상  연결  어도 가 연 에 해 커 도 , 상  연

가   다.

또한, 상  연   단계는, 상  본체  상에  상  도 에 1 질  도포 는 1 질 도포[0021]

단계, 1 질  경 어 상  도  상에 비 연 가 는 비 연   단계, 상  비 연

어도 가 학  변 도 , 상  비 연  어도 가 빛에 는 비 연  사 단계

 상  연결  어도 만 상  연 에 해 커 도 , 상  비 연 가 상 어 상  연 가

는 단계  비 연  상 단계  비할  다.

또한, 상  연   단계는, 상  본체  상에  상  도 가 커 도  비 연 가 는 [0022]

비 연   단계  상  가   상  해 극   어도 하나가 상  비 연  커

지 않도 , 상  비 연 가 가공 어 연 가 는 비 연  가공 단계  비할  다.

또한, 상  비 연   단계는, 상  도 가 연결 는 상  본체    상  도 가 커 도[0023]

상  비 연 가   다.

본   실시 에  미  동 치   미량  체  미리 해진 향  동시키는 미[0024]

동 치  하는, 미  동 치  에 어 , 내 에  공간  치 공간  공하는 하우

징 가 공 는 하우징  공 단계;  미  동 치  칩  공 는 미  동 치  칩 공 단계; 
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상  미  동 치  칩  어도 가 상  치 공간에 치 는 미  동 치  칩 치 단계;  포함

하고, 상  미  동 치  칩 공 단계는, 상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상  체가

동 는 통   하는 본체 가 공 는 본체  공 단계, 상  체가  해 어 체가 

생   도 , 상  체에  동시키는 도 가 상  본체  상에 는 도   단계  상

 도  어도 가 상  체  연  하여, 상  도  어도 가 연 에 해 커

도 , 상  연 가 는 연   단계;  비할  다.

또한, 상  미  동 치  칩 치 단계는, 상  미  동 치  칩  가 상  치 공간에 치 고[0025]

상  미  동 치  칩  나 지 가 상  하우징  에 치 도  상  미  동 치  칩  

치할  다.

 과

본  미  동 치  칩,  한 미  동 치  미  동 치  칩과  한 미  동[0027]

치   에 , 사   연 시킬  다.

또한, 동 는 체  량  시킬  다.[0028]

또한,  단가  약할  다.[0029]

또한, 생산  시킬  다.[0030]

다만, 본  과가 상 한 과들  한 는 것  아니 , 언 지 아니한 과들  본   첨[0031]

 도  본  하는 야에  통상  지식  가진 에게  해    것 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  미  동 치에 한 체 사시도[0033]

도 2는 본   실시 에  미  동 치  해 사시도

도 3  본   실시 에  미  동 치가 비하는 상  하우징  하  한 도

도 4는 도 1  X-X'에 한 단 도

도 5는 본   실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도

도 6  도 5  미  동 치  칩  도 가 는 과  하  한 도

도 7  도 5  미  동 치  칩  연 가 는 과  하  한 도

도 8  본  다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도

도 9는 도 8  미  동 치  칩  도 가 는 과  하  한 도

도 10  도 8  미  동 치  칩  연 가 는 과  하  한 도

도 11  본  또 다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도

 실시하  한 체  내

하에 는 도  참 하여 본  체  실시  상 하게 한다. 다만, 본  사상  시[0034]

는 실시 에 한 지 아니하고, 본  사상  해하는 당업 는 동 한 사상   내에  다  

 가, 변경, 삭  등  통하여, 퇴보  다  나 본  사상   내에 포함 는 다  실시

 하게 안할   것 나,  또한 본원  사상  내에 포함 다고 할 것 다. 

또한, 각 실시  도 에 나타나는 동 한 사상   내  능  동 한 는 동 한 참  사[0036]

하여 한다.

본 에  본 에  공지   또는 능에 한 체   본  지  릴  [0038]

다고 단 는 경우에 에 한 한  생략하  한다.

도 1  본   실시 에  미  동 치에 한 체 사시도 고, 도 2는 본   실시 에 [0040]
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 미  동 치  해 사시도 다.

도 1  참 하 , 본   실시 에  미  동 치(100)는 미량  체  미리 해진 향  [0042]

동시키는 미  동 치(100)에 어 , 내 에  공간  치 공간(S10, 도 4 참 )  공하는 하우징

(110)  상  치 공간(S10)에 어도 가 치 는 미  동 치  칩(120)  포함할  다.

여 , 미리 해진 향 란, 사 가 체  동시키  망하는 향  미할  다.[0044]

여 , 체는 해질 액   다. [0045]

또한, 상  체는 해질 액  시험 상 샘플  합액   다.[0046]

다만, 에 한 하지 않고 상  체는 동  는 든 질  그들  합   포함하는 개  [0047]

다.

도 2  참 하 , 상  하우징 (110)는 상  미  동 치  칩(120)   상  미  동 치  칩[0049]

(120)  상 에 치 는 상  하우징 (111)  상  미  동 치  칩(120)   상  미  동 

치  칩(120)  하 에 치 는 하  하우징 (112)  비할  다. 

상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112) 사 에 상  미  동 치  칩(120)  치   다. [0050]

하  하우징 (112)는 상  상  하우징 (111)  하 과 연결 /또는 결합   다.[0052]

 해, 상  하  하우징 (112)에는 복  체결 (h10)  어   다. [0053]

상  하  하우징 (112)  상  상  하우징 (111)가  연결  에, 상  상  하우징 (111)  체결[0054]

(h10)  상  하  하우징 (112)  체결 (h10)에 체결 단  삽 어, 상  하  하우징 (112)  상  상

 하우징 (111)는  결합   다. 

상  하  하우징 (112)는 상  상  하우징 (111)  결합 어 상  치 공간(S10, 도 4 참 )  할 [0055]

다. 

도 3  본   실시 에  미  동 치가 비하는 상  하우징  하  한 도 다.[0057]

체  하 , 도 3(a)는 상  상  하우징  하측 향  사시도 고, 도 3(b)는 도 3(a)에[0058]

X-X'에 한 단 도 다.

상  하우징 (111)는 상  미  동 치  칩(120, 도 2 참 )  치 는 치 (111a), 상  체가 [0060]

는 1 (111b), 상  체가 는 2 (111c), 상  체가 는 (111d), 상  

1 (111b)과 상  2 (111c)  연결 , 상  체가  후 상  체가 동   는 공간

 공하는 (111e)  상  (111e)  상  (111d)에 연결 는 통 (111f)  비할  

다.

또한, 상  상  하우징 (111)는 후 하는 원 가 하게 안착   도 , 상  상  하우징 (111)[0061]

하  함 어 는 안착 (111g)   비할  다.

또한, 상  상  하우징 (111)는 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가 체결  한 체결[0062]

단  삽  한 복  체결 (h10)    다.

치 (111a)는 상  상  하우징 (111)  하  가 함 어   다.[0064]

상  치 (111a)는 상  미  동 치  칩(120)  치   다.[0065]

체  하 , 상  치 (111a)는 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합[0066]

는 경우, 상  미  동 치  칩(120)  치   는 치 공간(S10)  공할  다. 

상  치 (111a)는 상  미  동 치  칩(120)  단 과 같  상    다.[0067]

, 상  미  동 치  칩(120)  직사각  단 라 , 상  치 (111a)도 직사각  상  [0068]

  다.

상  치 (111a)는 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가 결합  상태에 , 상  미  동[0069]

치  칩(120)  하게 탈착  하여, 상  상  하우징 (111)   향  개 어   
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다.

, 상  치 (111a)는 상  안착 (111g)가 는 향  상  개 어   다.[0070]

(111e)는 상  치 (111a)   함 어   다. [0072]

, 상  (111e)는 상  치 (111a)   상  상  하우징 (111)  단 지 함[0073]

어   다.

상  (111e)에는 상  체가   다. [0074]

체  하 , 상  (111e)는 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합[0075]

고, 상  미  동 치  칩(120)  상  치 공간(S10)에 치 는 경우, 상  미  동 치  칩(12

0)  과 함께 상  체가   는 공간  공할  다.

상  (111e)는 상  1 (111b), 상  2 (111c)  상  통 (111f)  연결   다. [0076]

1 (111b)는 상  상  하우징 (111)  상  상  (111e) 지 상  상  하우징 (111)[0078]

가 통 어   다. 

상  1 (111b)에는 상  체가   다.[0079]

도시하지 않았지만, 상  1 (111b)에는 1   브가 치   다.[0080]

상  1   브는 상  1 (111b)  통해 상  체가 동 는지 여  할  다.[0081]

2 (111c)는 상  상  하우징 (111)  상  상  (111e) 지 상  상  하우징 (111)[0083]

가 통 어   다.

상  1 (111b)는 상  (111e)  단 에 연결   고, 상  2 (111c)는 상  [0084]

(111e)  타단 에 연결   다.

체  , 상  2 (111c)는 상  (111e)  상  통 (111f)가 연결 는  향[0085]

 상  (111e)  연결   다.

상  2 (111c)에는 상  체가   다. [0086]

도시하지 않았지만, 상  2 (111c)에는 2   브가 치   다. [0087]

상  2   브는 상  2 (111c)  통해 상  체가 동 는지 여  할  다.[0088]

(111d)는 상  상  하우징 (111)  상  상  통 (111f) 지 상  상  하우징 (111)가 [0090]

통 어   다.

상  (111d)에 는 상  체가   다.[0091]

도시 하지 않았지만, 상  (111d)에는   브가 치   다.[0092]

상    브는 상  (111d)  통해 상  체가 동 는지 여  할  다.[0093]

통 (111f)는 상  치 (111a)   함 어   다.[0095]

상  통 (111f)가  상  치 (111a)   함 는  도는  상  (111e)가  상  치[0096]

(111a)   함 는 도보다   다.

 해, 상  체가 상  (111e)  통해 상  통 (111f)  하게 동   다. [0097]

상  통 (111f)는 상  (111d)  상  (111e)  연결   다.[0098]

안착 (111g)는 상  상  하우징 (111)  하  가 함 어   다.[0100]

상  안착 (111g)가 상  상  하우징 (111)  하  함 는 도는 상  치 (111a)가 상  상[0101]

하우징 (111)  하  함 는 도보다 클  다.

, 상  안착 (111g)  상  는  연결   다. [0102]

상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합 는 경우, 상  안착 (111g)는 상  원[0103]
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가 치   는 삽  공간(S20, 도 4 참 )  공할  다.

또한, 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합 는 경우, 상  미  동 치  칩[0104]

(120)  상  안착 (111g)가 공하는 삽  공간(S20)  통해 상  치 공간(S10)  삽   다. 

또한, 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합 는 경우, 상  미  동 치  칩[0105]

(120)  는 상  삽  공간(S20)에 치   다.

, 미  동 치  칩(120)  원 (미도시)가 후 하는 가 (122a, 도 5 참 )에 하게 연결[0106]

 하여 상  가 (122a)가 상  하우징 (110)  에 치 도 , 어도 는 상  치 공간

(S10)에 치 고 나 지 는 상  하우징 (110)  에 치   다.

하, 미  동 치(100)  동 식에 해  하게 한다.[0108]

도 4는 도 1  X-X'에 한 단 도 다.[0110]

도 4  참 하 , 상  상  하우징 (111)  상  하  하우징 (112)가  결합  상태에  상  안착[0112]

(111g)  상  삽  공간(S20)  통하여 상  미  동 치  칩(120)  상  치 공간(S10)  삽

 다.

그 후에, 상  1 (111b)  상  2 (111c)  통해 상  체가   다. [0113]

 해, 상  1 (111b)  상  2 (111c)는 개 어   다. [0114]

다만, 상  (111d)는 폐쇄 어   다. [0115]

 해, 상  체는 상  동 에만   , 상  (111d) 는 동 지 않   다. [0116]

상  미  동 치(100)에 원  가  상  체 가 동   다.[0117]

상  체에  해가 루어질  ,  해 체가 생   다.[0118]

상   해에 생 는 체  가압에 해, 상  (111e)에 어 는 상  체는 상  통[0119]

(111f)  통해 상  (111d)  동   다.

 , 상  1 (111b)  상  2 (111c)는 폐쇄 어   다.[0120]

다만, 상  (111d)는 상  체   해 개 어   다.[0121]

상 한 상  1 (111b), 상  2 (111c)  상  (111d)  개  또는 폐쇄 여  하[0122]

 해 상  1   브, 상  2   브  상    브가 어   다.

하, 미  동 치  칩(120)   특징   에 해  하게 하도  한다.[0124]

도 5는 본   실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도 다.[0126]

도 5  참 하 , 본   실시 에  미  동 치  칩(120)  미량  체  미리 해진 향[0128]

 동시키는 미  동 치(100, 도 1 참 )가 포함하는 하우징 (110, 도 1 참 ) - 상  하우징 (110)는

내 에  공간  치 공간(S10, 도 4 참 )  공함 -  상  치 공간(S10)에 어도 가 치

는 미  동 치  칩(120)에 어 , 상  치 공간(S10)에 치 어 상  하우징 (110)  함께 상  체

가 동 는 통   하는 본체 (121), 상  본체 (121)에 연결 , 상  체가  해 어

체가 생   도 , 상  체에  동시키는 도 (122)  상  도 (122)  어도 가

상  체  연 도  상  도 (122)  어도  커 하는 연 (123)  포함할  다.

본체 (121)는 상  도 (122)  상  연 (123)가 연결   는 역  공할  다.[0130]

상  본체 (121)가 상  하우징 (110) 내 에 치 는 경우, 상  본체 (121)는 상  (111e)에 [0131]

거나 동 는 상  체가 상  하우징 (110)  누 는 것  과  지할  다.

,  상  본체 (121)는  리,  FR-4(fiberglass-reinforced  epoxy  laminate  material)  또는[0132]

PMMA(polymethylmethacrylate)  루어질  다.

다만, 에 한 하지 않고 상  본체 (121)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변   [0133]

다.
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도 (122)는 가   는 도  질  루어질  다.[0135]

, 상  도 (122)는  또는 리 등  재질  루어질  다.[0136]

다만, 에 한 하지 않고 상  도 (122)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0137]

하다.

상  도 (122)는 상  본체 (121)   돌 어   다.[0138]

상  도 (122)는  공 하는 원   연결 어  가 는 가 (122a), 상[0139]

체가  해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 해 극 (122b)  상

 원  상  해 극 (122b)가  연결 도 , 상  원  상  해 극 (122

b)   연결시키는 연결 (122c)  비할  다.

가 (122a)는 상  원  연결   다.[0141]

상  원  가 는  상  원  통해 상  연결 (122c)  상  해 극 (122b)[0142]

동   다.

, 상  가 (122a)는 상  원  (+)극과 연결 는 1 가 (122a-1)  상  원[0143]

(-)극과 연결 는 2 가 (122a-2)  비할  다.

여 , 상  1 가 (122a-1)  상  2 가 (122a-2)는 치 상   격   다.[0144]

다만, 에 한 하지 않고, 상  가 (122a)  개 는 통상  에게 한 에  다양하게 변[0145]

가능하다.

연결 (122c)는 상  가 (122a)  연결   다.[0147]

상  연결 (122c)는 상  가 (122a)  달 는  상  해 극 (122b)  달시킬 [0148]

다.

, 상  연결 (122c)는 상  1 가 (122a-1)  연결 는 1 연결 (122c-1)  상  2 [0149]

가 (122a-2)  연결 는 2 연결 (122c-2)는 비할  다.

여 , 상  1 연결 (122c-1)  단 는 후 하는 1 해 극 (122b-1)  연결   고, 상[0150]

1 연결 (122c-1)  타단 는 상  1 가 (122a-1)  연결   다.

또한, 상  2 연결 (122c-2)  단 는 후 하는 2 해 극 (122b-2)  연결   고, 상  2[0151]

연결 (122c-2)  타단 는 상  2 가 (122a-2)  연결   다.

여 , 상  1 연결 (122c-1)  상  2 연결 (122c-2)는 치 상   격   다.[0152]

다만, 에 한 하지 않고, 상  연결 (122c)  개 는 통상  에게 한 에  다양하게 변  가[0153]

능하다.

해 극 (122b)는 상  연결 (122c)  연결   다.[0155]

상  해 극 (122b)는 상  연결 (122c)   달   다.[0156]

, 상  해 극 (122b)는 상  1 연결 (122c-1)  연결 는 1 해 극 (122b-1) [0157]

상  2 연결 (122c-2)  연결 는 2 해 극 (122b-2)  비할  다.

여 , 상  1 해 극 (122b-1)  상  2 해 극 (122b-2)는 치 상   격  [0158]

다.

상  1 해 극 (122b-1)는 복 개  드  어 상  1 연결 (122c-1)  단  상[0159]

1 연결 (122c-1)에  상  2 연결 (122c-2) 향  연 어   다.

또한, 상  2 해 극 (122b-2)도 복 개  드  어 상  2 연결 (122c-2)  단[0160]

 상  2 연결 (122c-2)에  상  1 연결 (122c-1) 향  연 어   다.

여 , 상  1 해 극 (122b-1)  복 개  드  상  2 해 극 (122b-2)  복 개[0161]

드는  차   다.
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다만, 상  1 해 극 (122b-1)  상  2 해 극 (122b-2)는  연결 지 않고  격[0162]

  다.

, 상  1 해 극 (122b-1)는 (+)극  하   고, 상  2 해 극 (122b-2)는[0163]

(-)극  하   다.

상  해 극 (122b)에 하가 달 는 경우, 상  해 극 (122b)  상  (111e)에[0164]

어 는 상  체  하가 달   다.

 해, 상  체는  해 어, 체가 생   다.[0165]

상  가 (122a), 상  해 극 (122b)  상  연결 (122c)는 동시에   다.[0167]

에 한  에 한 한  후 하도  한다.[0168]

연 (123)는 가 동 지 못하는 연  질  루어질  다.[0170]

, 상  연 (123)는 SU-8 또는  지 트(Solder Resist)  루어질  다.[0171]

다만, 에 한 하지 않고 상  연 (123)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0172]

하다.

상  연 (123)는 상  연결 (122c)  어도 가 상  체  연 도  상  연결 (122c)  어[0173]

도  커 할  다.

, 상  연 (123)는 상  연결 (122c) 체  커 할  다.[0174]

다만, 에 한 하지 않고, 상  연 (123)는 상  연결 (122c)  만  커 할  다.[0175]

여 , 상  연 (123)가 상  연결 (122c)  커 한다는 미는, 상  연 (123)가 상  연결 (122c)[0176]

상 상에 어 다는 것  미할  다.

, 상  연 (123)가 상  연결 (122c)  커 한다는 미는, 상  연 (123)가 상  연결 (122c)[0177]

상   상  본체 (121)  돌  상  연결 (122c)  측 에 어 다는 것  미할  다.

, 상  연 (123)는 상  연결 (122c)만 커 할  고, 상  본체 (121)  상 , 상  가[0178]

(122a)  상  해 극 (122b)  커 하지 않   다. 

다만, 에 한 하지 않고, 상  연 (123)가 커 하는  통상  에게 한 에  다양하게[0179]

변  가능하다.

, 상  연 (123)는 상  본체 (121)  상  커 할  다.[0180]

상  연 (123)가 상  연결 (122c)  커 하는 것에 라, 상  연결 (122c)가 상 한 내   해[0181]

과 에  산 는 것  과  할  다.

 해, 상  연결 (122c)  단  해, 상  해 극 (122b)   달 지 못하는 것[0182]

과  할  다.

라 , 미  동 치  칩(120)   과  시킬  다.[0183]

본   실시 에  미  동 치  칩   에 , 미량  체  미리 해진 향[0185]

동시키는 미  동 치(100)가 포함하는 미  동 치  칩(120)  하  한, 미  동 치  칩

(120)  에 어 , 본체 (121)가 공 는 본체  공 단계, 상  본체 (121) 상에 상  체가 

 해 어 체가 생   도 , 상  체에  동시키는 도 (122)가 상  본체 (121) 상에

는 도   단계  상  도 (122)  어도 가 상  체  연  하여, 상  도

(122)  어도 가 연 (123)에 해 커 도 , 상  연 (123)가 는 연   단계  포

함할  다.

하, 본   실시 에  미  동 치  칩  도   미  동 치  칩  연   [0187]

에 해  하게 한다.

도 6  도 5  미  동 치  칩  도 가 는 과  하  한 도 다.[0189]
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체 , 도 6  도 5  X-X'에 한 단    상  미  동 치  칩  도 가 는[0190]

과  하  한 도 다.

도 6  참 하 , 본   실시 에  미  동 치  칩  도  단계는 상  본체 (121) 상[0192]

에 매개층(L10)  는 매개층  단계, 가   는 도 층(L20)  상  매개층(L10)  매개

해 상  본체 (121)에 고 는 도 층  단계, 빛에 해 학  변 는 포 지 트(R10)가 상

 도 층(L20)  에 착 는 포 지 트 착 단계, 상  포 지 트(R10)  어도 가 학

 변 도 , 상  포 지 트(R10)  어도 가 빛에 는 포 지 트 사 단계  상  도

(122)가 미리 해진 상  도 , 상  매개층(L10), 상  도 층(L20)  상  포 지 트(R10)

가 거 는 도   단계  포함할  다.

하, 각 단계에 해  하게 하도  한다.[0194]

도 6(a)  참 하 , 상  본체 (121)가 공   다.[0196]

여 , 상  본체 (121)는 상  미  동 치  칩  크  단 어 공   다.[0197]

다만, 에 한 하지 않고, 상  본체 (121)는 복 개  상  미  동 치  칩    는 크[0198]

도 공   다.

 , 상  본체 (121)는 상  본체 (121)에 복 개  상  도   복 개  상  연 가  [0199]

 후에 하나  상  미  동 치  칩  크  단   다.

도 6(b)  참 하 , 매개층  단계에 , 상  본체 (121)  상 에 매개층(L10)    다. [0201]

상  매개층(L10)  상  도 층(L20)  상  본체 (121)에  연결 /또는 고 시키는 능  행할 [0202]

다.

, 상  매개층(L10)  티타늄 재질  착   다. [0203]

다만, 에 한 하지 않고, 상  매개층(L10)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0204]

하다.

, 상  매개층(L10)  20nm   다, [0205]

다만, 에 한 하지 않고, 상  매개층(L10)  께는 통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0206]

하다.

, 상  매개층(L10)  께는 30nm   다.[0207]

도 층(L20)  단계에 , 상  매개층(L10)  상 에 상  도 층(L20)  치   다.[0208]

, 상  도 층(L20)   재질  루어질  다. [0209]

다만, 에 한 하지 않고 상  도 층(L20)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0210]

하다.

, 상  도 층(L20)  께는 200nm   다.[0211]

다만, 에 한 하지 않고, 상  도 층(L20)  께는 통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0212]

하다.

, 상  도 층(L20)  께는 300nm   다.[0213]

포 지 트(R10) 착 단계에 , 상  도 층(L20) 상 에 상  포 지 트(R10)가 착   다.[0214]

여 , 포 지 트(R10)는 빛에 었  경우 학  변 는 필  미할  다.[0215]

본 에 는 포 지 트(R10)  negative    하나, 에 한 하지 않고, 상  포[0216]

지 트(R10)는 positive  도 다.

도 6(c)  참 하 , 포 지 트 사 단계는, 상  본체 (121) 상측 향  상  본체 (121)  격 도[0218]

 마 크(M)  치하고, 상  본체 (121)  빛  사할  다.

, 상  마 크(M)는 상  도 (122)  상과 는 상  도 층(L20)  상측에  상  포[0219]
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지 트(R10)에만 빛  사 도  통 어   다. 

러한 과  통해, 상  도 (122)  상과 는 상  포 지 트(R10) 만 학  변 가 루[0220]

어질  다.

도 6(d)  참 하 , 다 , 상 과  거치 , 학  변  포 지 트(R10)   거[0222]

  다.

도 6(e)  참 하 , 도  단계는, 에칭 공  통해 상  도 (122)  상과 는 도 층(L20)[0224]

  거할  다.

, 상  도 층(L20)   거하  해 , TFA etchant(8 wt% iodine, 21 wt% potassium iodide,[0225]

71 wt% water, Transene Company Inc., MA, USA)  할  나, 에 한 하는 것  아니고, 상  도

층(L20)  거하  한 에칭액  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능하다.

또한, 도  단계는, 에칭 공  통해 상  도 (122)  상과 는 매개층(L10)  [0226]

거할  다. 

, 상  매개층(L10)   거하  해 , TFTN etchant(HCl based, Transene Company Inc.)  [0227]

할  나, 에 한 하는 것  아니고, 상  매개층(L10)  거하  한 에칭액  통상  에게

한 에  다양하게 변  가능하다.

상  도 층(L20)   상  매개층(L10)    거한 상태에 , 상  포 지 트(R10)  거[0228]

할  다.

, 상  포 지 트(R10)  거하  하여 아  할  나, 에 한 하는 것  아니고,[0229]

상  포 지 트(R10)  거하  한 액  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능하다.

도 7  도 5  미  동 치  칩  연 가 는 과  하  한 도 다.[0231]

체 , 도 7  도 5  Y-Y'에 한 단    상  미  동 치  칩  연 가 는[0232]

과  하  한 도 다.

도 7  참 하 , 본   실시 에  미  동 치  칩(120)  연  단계는 상  본체 (121)[0234]

상에  상  도 (122)에 1 질  도포 는 1 질 도포 단계, 1 질  경 어 상  도

(122) 상에 비 연 가 는 비 연   단계, 상  비 연  어도 가 학  변

도 , 상  비 연  어도 가 빛에 는 비 연  사 단계  상  연결 (122c)  어도

만 상  연 (123)에 해 커 도 , 상  비 연 가 상 어 상  연 (123)가 는 단계

비 연  상 단계  비할  다.

상  연   단계는 상  연결 (122c)  어도 가 연 (123)에 해 커 도 ,  상  연[0236]

(123)가   다.

하, 상  연   단계  각 단계에 해  하게 한다.[0237]

도 7(a)  도 7(b)  참 하 , 1 질 도포 단계는, 상  본체 (121)  상  도 (122) 상에 상  1[0239]

질  도포   다. 

여 , 1 질  Nano SU-8  사   나, 에 한 하는 것  아니고, 상  1 질  연  질[0240]

 가질  는 든 질  포함할  다.

다 , 상  1 질  경 시  상  본체 (121)  상  도 (122) 상측에 비 연 (L30)  생 시[0241]

킬  다.

여 ,  상  1  질  경 시키는    열  가하는    나,  에  한 하는  것[0242]

아니고, 경 시키는  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능하다.

, 상  1 질 도포 단계  상  비 연   단계는, 1 질  루어진 필  상  본체[0243]

(121)  상  도 (122)에 착하여 비 연 (L30)  할 도 다. 

도 7(c)  참 하 , 비 연  사 단계는, 마 크(M)  하여 상  비 연 (L30)  에만 빛  [0245]

시킬  다. 

등록특허 10-2069800

- 16 -



 해, 빛에  비 연 (L30)만 학  변   다. [0246]

, 상  연결 (122c)  어도  는 비 연 (L30)(다  말 , 상  연결 (122c)  어도[0247]

 상측에 는 비 연 (L30))에만 빛  시킬  다. 

도 7(d)  참 하 , 비 연  상 단계는, 상 과  통해, 상  연결 (122c)  어도  는[0249]

비 연 (L30)  비 연 (L30)  거하여, 상  연 (123)  시킬  다. 

 같 , 연결 (122c)  는 에 연 (123)  하  에, 상  미  동 치  칩(120)[0251]

 과  연   , 상  미  동 치(100)에  동시킬  는 량  과  가

시킬  다.

본   실시 에  미  동 치  에 , 미량  체  미리 해진 향  동시[0253]

키는 미  동 치  하는, 미  동 치  에 어 , 내 에  공간  치 공간  공

하는 하우징 가 공 는 하우징  공 단계  미  동 치  칩  공 는 미  동 치  칩 공

단계  상  미  동 치  칩  어도 가 상  치 공간에 치 는 미  동 치  칩 치 단계

 포함할  다.

여 , 상  미  동 치  칩 공 단계는 상  치 공간에 치 어 상  하우징  함께 상  체가[0254]

동 는 통   하는 본체 가 공 는 본체  공 단계, 상  체가  해 어 체가 

생   도 , 상  체에  동시키는 도 가 상  본체  상에 는 도   단계  상

 도  어도 가 상  체  연  하여, 상  도  어도 가 연 에 해 커

도 , 상  연 가 는 연   단계  비할  다.

여 , 상  미  동 치  칩 치 단계는 상  미  동 치  칩  가 상  치 공간에 치 고[0255]

상  미  동 치  칩  나 지 가 상  하우징  에 치 도  상  미  동 치  칩  

치할  다.

도 8  본  다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도 다.[0257]

본  다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩에 해  한  상 한[0259]

내 과 복 는 한도에  생략   다.

도 8  참 하 , 상  연 (1123)는 상  연결 (1122c)  어도 가 상  체  연 도  상[0261]

연결 (1122c)  어도  커 할  다.

또한, 상  연 (1123)는 상  도 (1122)가 어 는 상  본체 (121)   체  커 할  [0262]

다. 

또한, 상  연 (1123)는 상  연결 (1122c)  어도  커 하는 동시에 상  체가 상  해[0263]

극 (1122b)   하게 달 도 , 상  해 극 (1122b)  웃  상  체가 

  는 공간   공간(S30)  공할  다.

또한, 상  연 (1123)는 상  연결 (1122c)  어도  커 하는 동시에 상  원 가 상  가[0264]

(1122a)에 연결  상태에  상  원 가 상  가 (1122a)  리 는 것  지하도 , 상  

가 (1122a)  웃  상  원 가 안착   는 공간  안착 공간(S40)  공할  다.

체  하 , 상  연 (1123)는 상  본체 (121)  에 층 는  층    다.[0266]

 해, 상  도 (1122)는 상  연 (1123) 내 에 치   다.[0267]

상  연 (1123)  상  상  본체 (121)  상 지 상  연 (1123)가 통 어 상   공간[0268]

(S30)  공   다.

여 ,  공간(S30)  상  해 극 (1122b)  는 상  연 (1123)가 통 어 공  [0269]

다.

상  체  는 상  (111e) 상에  미리 해진 향  동   고, 상  체  나 지 [0270]

는 상   공간(S30)에   다.

 해, 상  해 극 (1122b)는 상  체  하게  달할   에, 욱 과[0271]
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  해가 루어질  다.

또한, 상  연 (1123)  상  상  본체 (121)  상 지 상  연 (1123)가 통 어 상  안[0273]

착 공간(S40)  공   다. 

여 , 안착 공간(S40)  상  가 (1122a)  는 상  연 (1123)가 통 어 공   다.[0274]

상  안착 공간(S40)에는 상  원  가 치   ,  상  안착 공간(S40)  공하는 연[0275]

(1123)  단차  해, 상  가 (1122a)에 연결 어 는 상  원 가 상  가 (1122a)

게 리 는 것  지할  다.

하, 본  다  실시 에  미  동 치  칩  도   미  동 치  칩  연  [0277]

에 해  하게 한다.

도 9는 도 8  미  동 치  칩  도 가 는 과  하  한 도 다.[0279]

체 , 도 9는 도 8  X-X'에 한 단     미  동 치  칩  도 가 는 과[0280]

 하  한 도 다.

도 9  참 하 , 본  다  실시 에  미  동 치  칩  도   단계는, 가  [0282]

는 도 층(L120)  상  본체 (121)에 하는 도 층  단계, 빛에 해 학  변 는 포 지

트(R110)가 상  도 층(L120)  에 착 는 포 지 트 착 단계, 상  포 지 트(R110)  어

도 가 학  변 도 , 상  포 지 트(R110)  어도 가 빛에 는 포 지 트 사

단계, 상  도 (1122)  상과 는 상  도 층(L120)  하고 상  도 층(L120)  거하는 도

층 거 단계  거 지 않  상  도 층(L120)에 도  질(P10)  도 하여 도 (1122)  하는 도

  단계  비할  다.

하, 각 단계에 해  하게 하도  한다.[0284]

도 9(a)  참 하 , 상  본체 (121)  공할  다.[0286]

도 9(b)  참 하 , 도 층  단계에 , 상  본체 (121) 상 에 상  도 층(L120)    다.[0288]

, 상  도 층(L120)  리 재질  루어질  다.[0289]

다만, 에 한 하지 않고 상  도 층(L120)  재질  통상  에게 한 에  다양하게 변  가능[0290]

하다.

, 상  도 층(L120)  께는 16.87 μm   다.[0291]

다만, 에 한 하지 않고, 상  도 층(L120)  께는 통상  에게 한 에  다양하게 변  가[0292]

능하다.

도 9(c)  참 하 , 포 지 트 착 단계에  상  도 층(L120) 상 에 상  포 지 트(R110)가 착[0294]

 다.

여 , 포 지 트(R110)는 빛에 었  경우 학  변 는 필  미할  다.[0295]

본 에 는 포 지 트(R110)  negative    하나, 에 한 하지 않고, 상  포[0296]

지 트(R110)는 positive  도 다.

도 9(d)  참 하 , 포 지 트 사 단계는, 상  본체 (121) 상측 향  상  본체 (121)  격 도[0298]

 마 크(M)  치하고, 상  본체 (121)  빛  사할  다.

, 상  마 크(M)는 상  도 (1122)  상과 는 상  도 층(L120)  상측에  상  포[0299]

지 트(R110)에만 빛  사 도  통 어   다. 

러한 과  통해, 상  도 (1122)  상과 는 상  포 지 트(R110) 만 학  변 가 [0300]

루어질  다.

도  9(e)  참 하 ,  도 층 거 단계는,  에칭 공  통해 상  도 (1122)  상과 는 도 층[0302]

(L120)   거할  다.

다시 말해 , 학 변  상  포 지 트(R110)  하측에 치 는 도 층(L120)  도 층(L120)  [0303]
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거   다.

에칭액과 어 상 한 내 과 복 는 한도에  한  생략   다.[0304]

도 9(f)  참 하 , 상  도 층(L120)   거한 에, 상  포 지 트(R110)  거할  다.[0305]

도 9(g)  참 하 ,  도   단계는 거 지 않  도 층(L120)에 도  질(P10)  도 하여 도[0307]

(1122)  할  다.

여 , 도  질(P10)  복 개  루어질  다.[0308]

, 도  질(P10)  니    루어 , 상  도 층(L120)  상 에는 니  층  고, 상[0309]

니  층  상 에는  층    다.

도 하는 식  해 도  또는 해 도   포함할  다.[0310]

도 10  도 8  미  동 치  칩  연 가 는 과  하  한 도 다.[0312]

체 , 도 10  도 7  Y-Y'에 한 단    미  동 치  칩  연 가 는 과[0313]

 하  한 도 다.

도 10  참 하 , 본  다  실시 에  미  동 치  칩  연   단계는 상  본체 (121)[0315]

상에  상  도 (1122)에 1 질  도포 는 1 질 도포 단계, 1 질  경 어 상  도

(1122) 상에 비 연 (L130)가 는 비 연   단계  상  가 (1122a)  상  해

극 (1122b)  어도 하나가 상  비 연 (L130)  커 지 않도 , 상  비 연 (L130)가 가공

어 연 (1123)가 는 비 연  가공 단계  비할  다.

  한  상 한 내 과 복 는 한도에  생략   다.[0317]

도 10(a)  도 10(b)  참 하 , 1 질 도포 단계는 상  본체 (121)  상  도 (1122) 상에 상  [0319]

1 질  도포   다.

여 , 1 질   지 트   나, 에 한 하는 것  아니고, 상  1 질  연  질[0320]

가질  는 든 질  포함할  다.

비 연   단계는 1 질  경 시  상  도 (1122)  상  본체 (121) 상측에 비 연 (L13[0321]

0)  시킬  다.

다시 말해 , 상  비 연 (L130) 단계는 상  본체 (121) 상에  상  도 (1122)가 커 도[0322]

 비 연 (L130)가   다.

상  비 연   단계는 상  도 (1122)가 연결 는 상  본체 (121)    상  도 (1122)가[0323]

커 도  상  비 연 (L130)가   다.

또한, 상  비 연 (L130)  , , 상  본체 (121)  연결 는 과  균 한  할 [0324]

다.

또한, 상  비 연 (L130)는 상  본체 (121)    포 할  다.[0325]

비 연  가공  단계는  상  비 연 (L130)  어도  가  학  변 도 ,  상  비 연[0327]

(L130)  어도 가 빛에 는 비 연  사 단계  상  가 (1122a)  상  해 

극 (1122b)  어도 하나가 상  비 연 (L130)  커 지 않도 , 상  비 연 (L130)가 상

어 상  연 (1123)가 는 단계  비 연  상 단계  루어질  다.

도 10(c)  참 하 , 비 연  사 단계는, 마 크(M)  하여 상  비 연 (L130)  에만 빛[0329]

시킬  다.

 해, 빛에  비 연 (L130)만 학  변   다.[0330]

상  가 (1122a)  상  해 극 (1122b)  어도 하나  는 상  비 연 (L130)에[0331]

해 만 빛    다.

, 상  가 (1122a)  상  해 극 (1122b)  는 에만 빛  시킬  다.[0332]
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 해, 상   공간(S30)  상  안착 공간(S40)    다.

도 10(d)  참 하 , 비 연  상 단계는, 상 과  통해, 학 변  상  비 연 (L130)  거[0334]

하여, 상  연 (1123)  시킬  다.

도 11  본  또 다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩  사시도 다.[0336]

본  또 다  실시 에  미  동 치가 비하는 미  동 치  칩에 해  한  상[0338]

한 내 과 복 는 한도에  생략   다.

도 11  참 하 , 본  또 다  실시 에  미  동 치는  하는 (2130)  [0340]

포함할  다.

, 상  (2130)는 브   다.[0341]

, 상  (2130)는 상  (111e, 도 3 참 )  상  통 (111f, 도 3 참 ) 사 에 치[0342]

어, 상  (111e)에  상  통 (111f)  동 는 체   어할  다.

다만, 에 한 하지 않고 상  (2130)는 상  미  동 치(100)  동하는  필 한 든 [0343]

 포함할  다.

본  또 다  실시 에  미  동 치  칩(2120)  도 (1122)는 상  도 (1122)는 상  [0345]

(2130)   연결   는  극 (2122d)   비할  다. 

, 상   극 (2122d)는 상  가 (1122a), 상  해 극 (1122b)  상  연결[0346]

(1122c)  동시에   다.

상  연결 (1122c)는 상  원  상   극 (2122d)가  연결 도 , 원 (미도시)[0347]

상   극 (2122d)   연결시킬  다.

상  (2130)는 1 치  경우, 상   극 (2122d)   연결   다.[0348]

또한, 상  (2130)는 2 치  경우, 상   극 (2122d)   리   다.[0349]

 해, 상  연 (2123)는 상  (2130)가 상   극 (2122d)에 탈착   도 ,[0350]

탈착 공간(S50)  공할  다.

체 , 상  연 (2123)  상  상  본체 (121)  상 지 상  연 (2123)가 통 어 상[0351]

 탈착 공간(S50)  공   다. 

여 , 상  탈착 공간(S50)  상   극 (2122d)  는 상  연 (2123)가 통 어 [0352]

 다.

상  탈착 공간(S50)  는  상  안착 공간(S40) /또는 상   공간(S30)  는 과[0353]

동 할  , 에 한 한  상 한 내 과 복 는 한도에  생략   다.

상  탈착 공간(S50)   해, 상   극 (2122d)에 연결  상  (2130)가 상[0354]

 극 (2122d)  리 는 것  과  지할  다.

또한, 상  (2130)는 상   극 (2122d)  탈착  가능하므 , 사 는 필 에 라[0355]

상  (2130)  본체 (121)에 연결하거나 리할  다.

도 11에 는 (2130)   극 (2122d)가 하나  것  도시하 지만, 에 한 하는 것[0356]

아니고, (2130) /또는  극 (2122d)는 복 개    다. 

상 한 시에 는, 연 (1123, 2123)    함 어  공간(S30), 안착 공간(S40)  탈착 공간[0358]

(S50)  는 것  하 지만, 에 본  한 하는 것  아니다.

, 상   공간(S30)에 상  해 극 가 치   다.[0359]

여 , 상  해 극  상  연  상  균 한  룰  다.[0360]

, 상   공간(S30)에 상  해 극 가 치 는 동시에, 상  해 극  상  상[0361]

연 (1123)  상 보다    다. 
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 같  특징  상  안착 공간(S40)  상  탈착 공간(S50)에도   가능할  다.[0362]

상 한 원 (미도시)는  공 할  는 든  포함할  다.[0364]

, 상  원 는 지,  등  포함할  다.[0365]

첨  도  본   사상  보다 하게 하  해, 본   사상과  없거[0367]

나 어지는 에 해 는 간략하게 하거나 생략하 다.

상 에 는 본 에  실시   본  과 특징  하 나 본  에 한 지[0369]

않 , 본  사상과  내에  다양하게 변경 또는 변 할   본  하는 야  당

업 에게 한 것 , 라   같  변경 또는 변  첨  특허청 에 함  다.

 

100  : 미  동 프 110 : 하우징[0371]

111 : 상  하우징 112 : 하  하우징

120 : 미  동칩 121 : 본체

122 : 도 123 : 연

도

도 1
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